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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
光ディスクの高密度化や,表示装置のフルカラー化などに対応し得る短波長発光デバイスの発光機構を
解明することは,高性能化-の寄与とともに新機能の創出にとって重要な課題となっている｡ 本論文は,
短波長発光材料である]-Ⅵ族ZnSe系半導体を取り上げ,分子線エピタキシャル法によって量子井戸構
造を作製するとともに,井戸層の混晶組成のゆらぎゃ界面ゆらぎに基づく励起子の局在化に焦点を当てて,
量子井戸の発光機構を基礎的に明らかにするために行った研究成果をまとめたもので,得られた成果の主
なものは以下の通りである｡
1.GaAs基板上の分子線エピタキシ- (molecularbeamepitaxy:MBE)によるZnSe系量子井戸構造
-1015-
の成長において,基板表面のSe処理と熱処理が量子井戸の高品質化に大きく寄与することを反射高エネ
ルギー電子線回折その場観察とⅩ線回折測定,ならびにフォトルミネッセンス測定より明らかにし,
MBEによるZnSe系量子井戸構造の成長条件の確立に有用な知見を提供している｡
2.量子井戸構造の井戸層の統計的組成ゆらぎ,界面ゆらぎゃ層厚ゆらぎなどに基づく励起子発光線の広
がりと,励起子の局在効果を理論的に導出するため,簡便なモデルをこの系に適用し,実験結果との比較
を可能としている｡
3.組成ゆらぎに基づく励起子の局在効果の大きい系であるZnCdSe/ZnSSe系量子井戸構造の光物性評
価から,この系の低温でのレーザ発振機構が局在励起子に基づくものであることを明らかにしている｡
4.界面ゆらぎに基づく励起子の局在効果の大きい系であるCdSe/ZnSe系単一量子井戸構造の光物性評
価から,この構造で初めて多体効果である励起子分子発光を観測し,この発光が低温でのレーザ発振機構
に関与していることを示唆する結果を得ている｡
以上のように本論文は,三元系混晶ZnCdSe,および二元化合物CdSeを井戸層とするZnSe系量子井
戸構造における励起子の局在化現象に焦点をあて,発光機構 ･レーザ発振機構の解明に寄与したものであ
り,学術上,実際上寄与するところが少なくない｡よって,本論文は博士 (工学)の学位論文として価値
あるものと認める｡また,平成9年 2月4日,論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果,
合格と認めた｡
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